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(57) Resumo: SISTEMA SEMICONDUTOR DE POTENCIAL. A
presente invengao refere-se a um sistema semicondutor de potencial
bem como um processo para produgdo de um sistema semicondutor
de potencial. Em uma modalidade, o pedido abrange um sistema
semicondutor de potencial com um sistema condutor para um meio de
trabalho fluido; um elemento de parede com um lado externo € um
lado interno; e um circuito semicondutor de potencial disposto no lado
externo do elemento de parede, em que o lado interno do elemento de
parede forma uma parede estanque a liquido e gas do sistema
condutor.
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Relatério Descritivo da Patente de Invencado para "SISTEMA
SEMICONDUTOR DE POTENCIAL".

Descricao

A presente invencao refere-se a um sistema semicondutor de
potencial, baseado em moddulos convencionais de semicondutores de
potencial.

Modulos semicondutores de potencial sdo conhecidos em dife-
rentes versées. Em uma modalidade tipica, um substrato com um circuito
semicondutor de potencial e um corpo basico serao montados, compondo
um moédulo semicondutor de potencial. No caso deve-se cuidar que a trans-
feréncia térmica entre o circuito semicondutor de potencial, corpo basico e
um corpo de arrefecimento ali previsto, garanta a remocgéao desejada do calor
perdido do circuito semicondutor de potencial e que seja viavel uma monta-
gem simples, preferencialmente automatica do méduio do semicondutor do
potencial.

O documento DE 10 2005 037 522 descreve, por exemplo, um
médulo semicondutor de potencial para montagem em um corpo de arrefe-
cimento, sendo que o moédulo semicondutor de potencial apresenta um corpo
metalico basico que forma um tanque e um substrato ali integrado que porta
um circuito semicondutor de potencial envolvendo-o em cinco lados. O corpo
basico consiste preferencialmente de cobre, tendo em vista sua excepcional
capacidade de condutividade térmica. O corpo basico pode ser unido dire-
tamente com o corpo de arrefecimento, por exemplo, através de uma cone-
xao por meio de cola ou de parafuso.

Constitui desvantagem em um moédulo semicondutor de poten-
cial deste tipo a transferéncia térmica subétima condicionada pela conexao
entre a placa basica e o corpo de arrefecimento, desde o circuito semicondu-
tor de potencial até o corpo de arrefecimento.

Baseado nesta fundamentagdo, o objetivo da invencao reside
em apresentar um sistema semicondutor de potencial aprimorado, no qual &
possivel uma transferéncia térmica suficiente do circuito semicondutor de

potencial para um meio de arrefecimento.
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Entre outras medidas, a presente descricao propde um circuito
de semicondutor de potencial em uma parede externa de um elemento de
parede, cuja parede interna forma uma parede estanque a liquido e gas de
um sistema condutor que resulta no arrefecimento do circuito semicondutor,
conduzindo um meio de trabalho a fluido. Desta maneira, sera alcangado um
arrefecimento excepcional do circuito de semicondutor de potencial.

O sistema semicondutor de potencial de acordo com a invengao
apresenta um sistema condutor para um meio de trabalho fluido - por exem-
plo, um frigorigeno em forma liquida ou um gas de arrefecimento. O sistema
condutor pode ser um sistema condutor fechado ou podera formar um siste-
ma condutor fechado, exceto um recorte para uma abertura de admisséao e
uma abertura de escoamento. Desta maneira, sera evitado um escape inde-
sejado do meio de trabalho. As aberturas de admissdo e de escoamento
podem estar dispostas no mesmo lado, preferencialmente em um lado fron-
tal do corpo formado de metal. As aberturas de admissao e de escoamento
podem servir para acoplar o sistema condutor a um sistema de bombas.
O sistema condutor podera estar acoplado em um sistema de bombas a fim
de bombear o meio de trabalho através do sistema condutor. Neste proces-
so, o sistema condutor pode formar com o sistema de bombas um sistema
condutor fechado. Uma circulagao do meio de trabalho dentro do sistema
condutor para remocao de calor pode ocorrer tanto de forma passiva, base-
ado no aquecimento do meio de trabalho - por exemplo, na forma de um
termocifao ou de um chamado tubo aquecedor (Heatpipe) - como também
de forma ativa, por exemplo, por um sistema de bombas conforme acima
descrito. O meio de trabalho podera ser selecionado livremente. Em condi-
cbes normais o meio de trabalho podera ser gasoso ou liquefeito. Meios de
trabalhos adequados sado conhecidos ao especialista para termocifao e tubos
de calor. Dai faz parte entre outros, agua, 6leo, etanol, acetona e amoniaco
ou também suas misturas. No transporte de calor dentro do sistema condu-
tor, o meio de trabalho pode alternar entre um estado liquefeito e um estado
gasoso.

O sistema semicondutor de potencial apresenta um elemento de



10

15

20

25

30

3/17

parede com um lado externo e um lado interno. O lado externo pode ser
compreendido como um lado do elemento de parede essencialmente afasta-
do ao sistema condutor e o lado interno pode ser compreendido como um
lado do elemento de parede essencialmente voltado na diregcdo do sistema
condutor. No caso, o lado interno e o lado externo do elemento de parede
podem formar as faces principais do elemento de parede. Os lados internos
e externos podem - sempre individualmente - ser conformadas planas ou
estruturadas. Por exemplo, o lado superior pode apresentar ao menos um
elemento estrutural para fixacao de um circuito semicondutor de potencial.

O elemento de parede pode ter formato de placa ou essencial-
mente pode ser em forma de placa ou ao menos apresentar um segmento
essencialmente em formato de placa que forma um elemento essencial do
elemento de parede. No caso a expressao "essencial" deve ser compreendi-
da no sentido de que a funcionalidade descrita no elemento de parede -
desde que nao seja opcional esta funcionalidade para respectiva forma de
acabamento do elemento de parede - seja garantida ao menos parcialmente
pelo elemento, ou seja, pelo segmento. No caso de um elemento de parede
essencialmente em formato de placa, é reduzida uma distancia entre o lado
interno e o lado externo do elemento de parede em relacdo ao comprimento
do elemento de parede, por exemplo, sendo menos de 10% ou ao menos de
5% do comprimento do elemento de parede. De maneira semelhante, na
regiao do segmento em formato de placa, uma distancia entre o lado interno
e o lado externo do elemento de parede, em relacdo ao comprimento do
segmento em formato de placa, € reduzido, sendo, por exemplo, menos de
10% ou menos de 5% do comprimento do segmento em formato de placa.
Com esta distancia ao menos parcialmente reduzida, é lograda uma boa
condutibilidade térmica entre o lado interno e o lado externo. Por uma forma
ao menos parcialmente como placa, com reduzido consumo de material
consegue-se uma boa relagao entre a face de transferéncia de calor e a dis-
tancia entre o lado interno e o lado externo.

O sistema semicondutor de potencial apresenta um circuito de

semicondutor de potencial disposto no lado externo do elemento de parede.
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No caso de uma selecao adequada do formato e/ou do tamanho do elemen-
to de parede podera ser favorecida uma montagem simples e/ou automatica
e/ou segura do circuito semicondutor de potencial no lado externo do ele-
mento de parede. Além disso, o elemento de parede pode atribuir ao circuito
semicondutor de potencial uma estabilidade que protege o circuito semicon-
dutor de potencial por uma ocasidao de montagem posterior do elemento de
parede com o sistema condutor. Isto sera extremamente importante quando
tiver que ser trocado um circuito semicondutor de potencial apos a ativagao
do circuito semicondutor de potencial, isto &, no local do emprego da unida-
de.

Um circuito semicondutor de potencial no sentido da presente
descricdo pode ser um circuito com ao menos um componente semicondutor
com uma tensdo nominal acima de 100V ou até mesmo acima de 600V. Um
circuito semicondutor de potencial no sentido da presente descricdo pode
ser um circuito com o qual pode ser comutado um percurso de corrente entre
um primeiro potencial e um segundo potencial na dependéncia de no minimo
um sinal de comando, de forma seletiva, entre um estado essencialmente
fechado (com baixo indice 6hmico) e um estado essencialmente aberto (ele-
vado indice 6hmico), sendo que um diferencial entre o primeiro potencial e o
segundo potencial é mais do que 100V ou até mesmo mais do que 600V e
sendo que uma corrente que no estado fechado flui regularmente sobre o
percurso de corrente pode ter mais do que 100A ou até mesmo mais do que
1000A.

De acordo com o ensinamento da presente descri¢ao, o lado in-
terno do elemento de parede forma uma parede estanque a liquido e gas do
sistema condutor. Desta maneira pode-se conseguir que o circuito semicon-
dutor de potencial esteja disposto muito préximo de um meio de trabalho
fluido, previsto no sistema condutor, com o que a transigcao térmica entre o
circuito semicondutor de potencial e o meio de trabalho fluido e, por conse-
guinte também a remocé&o do calor perdido formado no circuito semicondutor
de potencial, sejam favorecidos. Se o lado interno do elemento da parede

deve formar uma parede estanque a gas do sistema condutor ou apenas
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uma parede estanque a liquido do sistema condutor, dependera do meio de
trabalho empregado e das circunstancias operacionais a serem esperadas.
Quando for esperado que o meio de trabalho possa ocupar um estado gaso-
so, o lado interno do elemento de parede deve apresentar estanqueidade ao
gas.

O sistema semicondutor de potencial pode apresentar um corpo
moldado metalico, por exemplo, um corpo moldado metalico produzido no
todo ou em parte de cobre e/ou de aluminio — que é uma estrutura separada
ou separavel do elemento da parede. Para tanto sera preferido que o corpo
formado de metal e o elemento de parede sejam conformado do mesmo ma-
terial, preferencialmente aluminio. O elemento de parede podera estar preso
no corpo moldado metalico com fecho devido a forca e/ou com fecho a for-
ma. No caos, séo preferidas conexdes atarraxadas conhecidas, conexdes de
encaixe rapido ou também conexdes que sdo conformadas pela de formacéao
de um segmento do elemento de parede e/ou do corpo moldado metalico.
Baseado de sua boa condutibilidade térmica geral, o metal € um material
adequado para eliminagao de calor perdido que foi transportado, por exem-
plo, em consequéncia de uma gradiente de temperatura de um circuito semi-
condutor de potencial até o corpo moldado metalico. O corpo moldado meta-
lico pode ser conformado como um corpo de arrefecimento, por exemplo, um
corpo de arrefecimento nervurado.

O sistema condutor pode estar disposto dentro e/ou no corpo
moldado metalico. Um corpo moldado metalico deste tipo sera frequente-
mente — independe de um meio de trabalho ser liquefeito gasoso — designa-
do como corpo de arrefecimento arrefecido com liquido e estd em condigcbes
de remover grandes quantidades de calor perdido do corpo moldado metali-
co porque o meio de trabalho serve de meio de transporte do calor. Especi-
almente uma parte do sistema condutor pode ser formado por compartimen-
to ocos no corpo metalico moldado — por exemplo, por meios de perfura-
¢bes. Desta maneira, sera favorecida uma transferéncia de calor do corpo
moldado metalico para o meio de trabalho. O corpo moldado metalico pode

também apresentar uma concavidade na qual esta integrado um condensa-
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dor que por meio de um material de fundigcéo €& eletricamente isolado diante
do corpo moldado metalico. Desta maneira, o corpo moldado metalico pode
servir de corpo de arrefecimento e/ou como suporte para diferentes compo-
nentes semicondutores de potencial.

O corpo moldado metalico pode apresentar uma parcela do pri-
meiro compartimento oco que formam uma parte do sistema condutor e que
apresenta uma abertura em ao menos uma superficie do corpo moldado me-
talico. O elemento de parede podera ser de tal modo moldado no corpo mol-
dado metalico que o lado interno do elemento de parede fecha a abertura
estanque a liquido e a gas. Um compartimento oco deste tipo pode ser pro-
duzido de modo simples, por exemplo, pelo emprego de um molde de fundi-
cao correspondente para produzir o corpo moldado metalico ou pela perfura-
cdo ou fresagem de um corpo moldado metalico. Com a mesma simplicidade
pode-se fechar a abertura em virtude da estanqueidade a liquido e gas do
lado interno do elemento de parede. Por exemplo, o lado interno do elemen-
to de parede pode encobrir totalmente a abertura, vedando-a para fora por
contato direto com o corpo moldado metalico em toda a circunferéncia da
abertura, preferencialmente através de um elemento vedante elastico, sendo
vedado em toda a extenséo contra liquido e gas. No caso, o elemento de
parede pode descansar em uma face externa do corpo moldado metalico ou
pode produzir dentro da abertura — ao longo de um filete previsto na circun-
feréncia interna da abertura — estabelecer uma conexao estanque a gas e
liquido com o corpo moldado metalico. Por conseguinte, a abertura — junta-
mente com outros compartimentos ocos previstos no corpo moldado metali-
co, forma uma parte do sistema condutor. Um meio de trabalho que flui no
primeiro compartimento oco pode estabelecer contato direto com o lado in-
terno do elemento de parede.

O sistema semicondutor pode apresentar um elemento vedante
elastico — por exemplo, um anel-0. Um meio de trabalho que flui no primeiro
compartimento oco pode entrar em contato direto com o lado interno do ele-
mento de parede. O sistema semicondutor de potencial pode apresentar um

elemento vedante elastico — por exemplo, um anel-0. O elemento vedante —
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que também pode ser formado de varios elementos vedantes individuais —
pode cooperar — com elemento de parede — por exemplo, com o lado interno
do elemento de parede, a fim de fechar estanque a liquido, ou seja, a gas
uma abertura, conforme acima descrito, em ao menos uma superficie do
corpo moldado metalico. Por exemplo, o elemento de parede pode estar
preso no corpo moldado de metal e o elemento vedante, de forma conheci-
da, esta de tal modo preso entre o elemento de parede e o corpo moldado
metalico e pode estar disposto ao redor da abertura que a abertura sera fe-
chada estanque a liquido e a gas. Por exemplo, o elemento vedante pode
estar disposto na regido de uma circunferéncia interna da abertura. O ele-
mento vedante pode se estender adjacente a uma circunferéncia da abertura
— por exemplo, ao longo de um filete previsto na circunferéncia interna da
abertura — ao redor da abertura. No caso, o elemento vedante pode se en-
contrar dentro ou fora da abertura. O emprego do elemento vedante de elas-
tico pode reduzir o perigo de danos no circuito do semicondutor de potencial
durante a montagem do elemento de parede no corpo moldado metalico, por
que tera de ser exercida uma forga comparadamente menor no elemento de
parede para garantir a estanqueidade.

O primeiro compartimento oco acima mencionado no corpo mol-
dado de metal pode apresentar uma primeira abertura, unida com um seg-
mento no lado da admissao do sistema condutor, e/ou uma segunda abertu-
ra, unida com um segmento do lado da saida do sistema condutor. Desta
maneira, podera ser assegurado que o meio de trabalho flui pelo primeiro
compartimento oco ao menos entre a primeira e a segunda abertura. Por
esta razdo, o compartimento oco pode apresentar um formato alongado, no
qual a primeira abertura se encontra em uma terca parte mais externa e a
segunda abertura se encontra em uma terca parte mais externa, contraria a
primeira abertura, relativo ao primeiro compartimento oco. A primeira e se-
gunda aberturas podem se estender por mais de 60% ou mais de 80% da
largura do compartimento oco. Desta maneira sera assegurado um fluxo do
meio de trabalho por uma grande parte do compartimento oco. O segmento

do sistema condutor do lado da admissao e/ou do lado do escoamento pode
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ser formado por uma Unica perfuragao. Por exemplo, o segmento do sistema
condutor do lado da admissdo e/ou do lado do escoamento podera ser for-
mado por uma perfuragédo no corpo moldado metélico que se estende trans-
versalmente para com o comprimento do compartimento oco. A primeira, ou
seja, a segunda abertura pode, por conseguinte ser produzida pelo fato de
que o compartimento oco sera chanfrado até a perfuragdo em uma superfi-
cie do corpo moldado metalico. Na interface entre o compartimento oco e a
perfuracao surge, sem operagao adicional, a primeira, ou seja, a segunda
perfuracdo. Varios compartimentos ocos podem desta forma ser conforma-
dos em paralelos reciprocamente no corpo moldado metalico, de maneira
que os compartimentos ocos estdo apenas defasados no tocante aos seus
eixos longitudinais em sentido reciproco. Desta maneira, uma perfuragao
individual pode funcionar como um segmento de admissdo e de saida do
sistema condutor de todos os compartimentos ocos.

O corpo moldado metalico pode apresentar uma abertura de
admissao e uma abertura de escoamento. O sistema condutor pode-se es-
tender estanque a liquido, ou seja, estanque a gas entre abertura de admis-
sdao e a abertura de escoamento. Para uma boa ligagdo em outro sistema
condutor — por exemplo, ao sistema condutor de um sistema de bombas —
sera util quando o corpo moldado metalico apresentar uma abertura de ad-
missédo definida e uma abertura de escoamento igualmente definida. Por e-
xemplo, o corpo moldado metdlico pode apresenta apenas uma Unica aber-
tura de admisséao e/ou apenas uma Unica abertura de escoamento. Desta
maneira, também ficard mais simples de assegurar a estanqueidade de li-
quido e de gas do sisterna condutor. Se o sistema condutor deve se esten-
der estanque a gas ou apenas estanque a liquido entre a abertura de admis-
sdo e abertura de escoamento, depende do meio de trabalho empregado e
das condigdes operacionais a serem esperadas. Quando for de esperar que
o meio de trabalho possa adquirir um estado gasoso, o sistema condutor
deve apresentar estanqueidade a gas.

O sistema semicondutor de potencial pode apresenta rum qua-

dro preso no corpo moldado metalico. O corpo pode prender o elemento de
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parede com fecho devido a forga e/ou forma no corpo moldado metalico. Por
exemplo, o quadro pode pressionar o elemento de parede contra o corpo
moldado metalico. O emprego de um quadro permite uma simultdnea aplica-
cao de forca sobre diferentes pontos do elemento de parede. Desta maneira,
podera ser reduzida a probabilidade de uma deformacdo mecénica prejudi-
cial do circuito semicondutor de potencial disposto na parede. O quadro po-
de consistir de um material elétrico isolante — por exemplo, de material sinté-
tico. O quadro também pode — ao menos na maior extensdo — consistir de
um material condutor de eletricidade — por exemplo, metal — que através de
um material isolante e elétrico esta eletricamente isolado em relacéo aos
elementos condutores de corrente do circuito semicondutor de potencial.
O quadro podera ser conformado de tal maneira que descansa apenas em
uma regiao marginal externo do lado externo do elemento de parede no e-
lemento de parede. Por meio de uma conexao que pode ser produzida de
forma automatica — por exemplo, através de uma conexao atarraxada ou
uma conexao de encaixe rapido — pode estar preso no corpo moldado meta-
lico. Desta maneira, é favorecida uma vantagem automatizada do elemento
de parede e do quadro.

Os elementos condutores de corrente do circuito semicondutor
de potencial podem estar eletricamente isolados diante do lado interno do
respectivo elemento de parede no qual esta disposto o circuito semicondutor
de potencial. Sera evitado desta maneira que seja formado um percurso de
corrente indesejado entre o circuito semicondutor de potencial e outro ele-
mento do sistema semicondutor de potencial — por exemplo, no corpo mol-
dado metalico e/ou no meio de trabalho.

O circuito semicondutor de potencial pode apresentar, de forma
ja conhecida nesta especialidade, apresentar um substrato equipado com
semicondutores de potencial.

O corpo de arrefecimento do elemento de parede pode ser con-
formado como simples placa de metal ou como placa de metal com nervuras
de arrefecimento ou pinos de arrefecimento salientes em forma perpendicu-

lar ou essencialmente perpendicular para com uma face principal da face
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metalica. As nervuras de arrefecimento e/ou os pinos de arrefecimento pode
produzir uma ampliacdo de uma superficie liberadora de calor do corpo de
arrefecimento.

O sistema condutor pode estar cheio como um meio de trabalho
fluido. O meio de trabalho pode estar em contato com o lado interno do ele-
mento de parede e com o meio de trabalho. Por um contato direto do lado
interno do elemento de parede pelo meio de trabalho sera alcangado uma
remog¢ao muito boa do calor perdido gerado pelo circuito do semicondutor de
potencial.

O sistema semicondutor de potencial pode apresentar, confor-
me acima descrito, primeiros compartimentos ocos. O sistema semicondutor
de potencial pode apresentar varios elementos de parede conforme acima
descrito. Varias ou todas as aberturas individuais, formadas pelos comparti-
mentos ocos diferentes em ao menos uma superficie do corpo moldado de
metal podem estar fechados estanque a liquido, ou seja, estanque a gas por
um unico elemento de parede. Na mesma maneira, algumas das respectivas
aberturas individuais podem ser fechadas por elementos de paredes indivi-
duais estaque a liquido, ou seja, a gas. O sistema semicondutor de potencial
pode apresentar um quadro conforme acima descrito o qual pressiona varios
elementos de parede — por exemplo, na forma acima descrita — contra o cor-
po moldado metalico.

Em seguida a invengao sera descrita com base em exemplos de
execucdo que serdo explicados com base nas ilustragbes. As figuras mos-
tram:

Figura 1 vista em perspectiva de um corpo moldado meta-
lico para um sistema semicondutor de potencial de acordo com uma primeira
forma de realizagéao;

Figura 2 vista em perspectiva de um sistema semicondutor
de potencial de acordo com a segunda forma de realizagao;

Figura 3 vista em perspectiva de um sistema semicondutor
de potencial de acordo com uma terceira modalidade;

Figura 4 sistema semicondutor de potencial de acordo com
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uma quarta modalidade,

Figura 5 corte esquematico de um sistema semicondutor
de potencial de acordo com uma quarta forma de realizagao; e

Figura 6 representacdo de corte esquematico de um sis-
tema semicondutor de potencial de acordo com uma sexta modalidade.

Na descricao seguinte, para componentes idénticos ou de acgao
idéntica serao usados os mesmo humeros de referéncia.

A figura 1 apresenta uma vista em perspectiva de um corpo mol-
dado metalico 40 para um sistema semicondutor de potencial 100 de acordo
com uma primeira modalidade. O corpo moldado metalico esta representado
como corpo de arrefecimento para um circuito semicondutor de potencial
que pode ser arrefecido por um meio de trabalho fluido. O corpo moldado
metalico 40 apresenta varios compartimentos ocos 41 retangulares e varios
aberturas 42. Para a alimentacdo e remogao do meio de trabalho estao pre-
vistas aberturas de admissao e de escoamento 13, 14. A abertura de admis-
sdo esta unida através das respectivas aberturas 42 com os respectivos
compartimentos ocos 41 do corpo moldado metélico 40 de tal maneira que
os compartimentos ocos 41 constituem juntamente com a abertura de ad-
missdo 13 um sistema condutor 10 para o meio de trabalho fluido. As abertu-
ras 43 através das quais — de modo semelhante como as aberturas 42 — os
compartimentos ocos 41 para o meio de trabalho fluido estdo unidos com a
abertura de escoamento 14, nao sao mostrados na figura 1. O meio de tra-
balho que flui na abertura de admissao 13, flui, por conseguinte sobre as
aberturas 42, atravessando o compartimento oco 41 respectivo e em segui-
da fluem até a abertura de escoamento 14. Ao redor do respectivo compar-
timento oco 41 esta disposto um respectivo elemento vedante 50 que coope-
ra com um elemento de parede 20 que suporta um circuito semicondutor de
potencial 30 nao mostrados na figura 1, a fim de fechar estanque a liquido
ou a gas as respectivas aberturas que formam os respectivos compartimen-
tos ocos 41 na superficie superior do corpo moldado metalico.

A figura 2 apresenta uma vista em perspectiva de um sistema

semicondutor de potencial 100 de acordo com uma segunda forma de reali-
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zacdo. A modalidade mostrada na figura 2 apresenta também um corpo
moldado metalico 40, conforme mostrado na figura 1, com as caracteristicas
acima descritas. O sistema semicondutor de potencial 100 apresentado na
figura 2 apresenta também varios elementos de parede 20. No lado externo
do respectivo elemento de parede 20, afastado em relacéo ao corpo molda-
do metalico 40, esta disposto um circuito semicondutor de potencial 30. Ca-
da um dos elementos de parede 20 encobre um compartimento oco 41 o
qual, na representacao na figura 2 em virtude da cobertura pelo respectivo
elemento de parede 20, nao € visto, com o que a respectiva abertura, que
forma o compartimento oco respectivo 41 coberto na face superior do corpo
moldado metalico 40, realizando-se o fecho estanque a liquido ou a gas. Um
lado interno 22, nao visivel na representacao da figura 2, do respectivo ele-
mento de parede 20 forma, no caso, uma parede estanque a liquido e a gas
do sistema condutor 10 acima mencionado. Estes lados internos 22 possu-
em contato direto com o meio de trabalho fluido que atravessa o sistema
condutor 10, o que produz um arrefecimento muito bom dos elementos de
parede 20 e por conseguinte também dos circuitos semicondutores de po-
tencial 30 dispostos no lado externo dos elementos de parede 20.

A figura 3 apresenta uma vista em perspectiva de um sistema
semicondutor de potencial 100 de acordo com uma terceira modalidade.
A modalidade mostrada na figura 3 apresenta também um sistema semicon-
dutor de potencial 100, conforme mostrado na figura 2, com as caracteristi-
cas acima descritas. O sistema semicondutor de potencial 100, apresentado
na figura 3 apresenta adicionalmente um quadro plastico 60 que esta preso
no corpo moldado metalico 40. O quadro plastico 60 envolve — invisivel na
figura 3 — os diferentes elementos de parede de tal modo que o respectivo
lado externo dos diferentes elementos de parede 20 esta encoberto apenas
em reduzida extensdao — por exemplo, em menos de 10% ou menos de 5%
do quadro plastico. Ao mesmo tempo, o quadro plastico 60 pressiona os e-
lementos de parede 20 contra os elementos vedantes 50 na dire¢cao do cor-
po moldado metalico 40, com o que os elementos de parede 20 cooperam

com os elementos vedantes 50, para fechar estanque a liquido e a gas as
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aberturas formadas pelo compartimento oco 41 na face superior do corpo
moldado metalico 40. O emprego de um quadro unico 60 simplifica a monta-
gem.

A figura 4 apresenta uma representacao fragmentada e esque-
matica de um sistema semicondutor de potencial 100 de acordo com uma
quarta modalidade. Comparado com a modalidade da figura 1, esta aqui
previsto adicionalmente um moédulo condensador com um condensador 84
sem carcaca e um distanciador 82 produzido de material condutor de eletri-
cidade, visando posicionar o condensador 84 em uma concavidade 80 do
corpo moldado metalico 40. Para o isolamento elétrico do condensador 84
em relacdo ao corpo moldado metalico 40 esta adicionalmente previsto uma
massa de fundicdo nao representada dentro da concavidade 80.

Com esta disposicao bem adjacente do condensador 84 com os
compartimentos ocos 41, ou seja, com os elementos de parede 20, este
condensador 84 podera ser arrefecido simultaneamente com os circuitos de
potencial. Também se pode reconhecer a possibilidade direta da conexao do
condensador 84 com seus elementos de conexdo 86 com aqueles dos ele-
mentos de conexdo 36 alocados do circuito de potencial 30. E preferido no
caso quando os elementos de conexao respectivos 36 sejam de tal modo
constituidos e dispostos um em relagédo ao outro que possa ser conformado
uma ligacao por meio de solda. Para tanto, o sistema semicondutor de po-
tencial 100 apresenta um espaco livre suficiente para poder alcangar com
um conjunto de solda os dois elementos de conexao 36, 86.

Também podera ser preferido que os elementos de conexao 86
do condensador 84 e os elementos de conexdo 36 alocados dos circuitos de
potencial 30 ndo estejam interligados permanentemente com fecho devido a
material, porém, de modo separavel, preferencialmente com fecho devido a
forga.

Além disso, e independentemente das caracteristicas até agora
descritas, pode ser vantajoso quando, conforme aqui mostrado, o corpo
moldado metalico 40 apresentar outro recorte 48 a fim de ali integrar um e-

lemento de conexdo externo nao representado e interligar este, de forma
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comutada com outros elementos conectores 38 do circuito de potencial. E
preferido quando este recorte 48 estiver previsto lateralmente em relagcao
aos circuitos de potencial 40, ou seja, aos elementos de parede 20 alocados,
diante do condensador 84. Este recorte 48 se estende daquele lado principal
do corpo moldado metalico 40 onde estéo previstos os elementos de parede
20, até o lado principal do lado oposto.

A figura 5 apresenta um corte esquematico de um sistema semi-
condutor 100 de acordo com uma quinta modalidade. O sistema semicondu-
tor apresentado 100 apresentam-se um sistema condutor 10, um elemento
de parede 20, varios circuitos semicondutores de potencial 30, um corpo
moldado metalico 40 e um elemento vedante 50.

O elemento condutor 10 esta conformado para conduzir o meio
de trabalho fluido que serve de liquido de arrefecimento e apresenta um
segmento 11 do lado da admiss&o e um segmento 12 do lado do escoamen—
to que estio interligados com uma abertura de admissao, ou seja, de esco-
amento 13, 14 nao mostrada na figura 4.

O elemento de parede 20 possui um lado externo 21 essencial-
mente afastado do sistema condutor, e um lado externo 22 essencialmente
voltado na direcao do sistema condutor. O elemento de parede 20 apresenta
um corpo de arrefecimento 23 metalico o qual na modalidade aqui apresen-
tada forma o lado interno 22 do elemento de parede 20 e apresenta varios
substratos 31. O corpo de arrefecimento 23 apresenta saliéncias 25 que se
salientam perpendicularmente da face principal do lado externo 21 do ele-
mento de parede 20 e nos quais estido dispostos os substratos 31.

Cada um dos circuitos semicondutores de potencial 30 apresen-
ta um substrato 31 equipado como semicondutores de potencial, o qual, para
o fim de isolamento elétrico do substrato 31 em relagédo ao corpo de arrefe-
cimento 23, apresenta uma placa ceramica 24.

O corpo moldado metalico 40 apresenta um primeiro comparti-
mento oco 41 que forma uma parte do sistema condutor 10. O compartimen-
to oco 41 pode ser formado pelo fato de que o corpo moldado metalico 40

esta correspondentemente chanfrado ou é produzido em um molde fundido
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correspondente. O compartimento oco 41 apresenta uma primeira abertura
42 pela qual o meio de trabalho fluido pode fluir entre o compartimento oco
41 e o segmento 11 do lado da admisséo, bem como apresenta uma segun-
da abertura 43 pela qual o meio do trabalho fluido pode fluir entre o compar-
timento oco 41 e o segmento 12 do lado do escoamento. Os segmentos 11,
12 do lado da admissdo e do escoamento podem, de forma simples, ser
formados por perfuragbes respectivas no corpo moldado metalico. A primeira
e segunda abertura 42, 43 podem de forma simples ser formados pelo fato
das perfuragcbes seccionarem parcialmente o compartimento oco 41.

Entre o lado interno 22 do elemento de parede 20 o corpo mol-
dado metalico 40 esta disposto o elemento vedante 50. O elemento de pare-
de sera preso pelos parafusos 70 no corpo moldado metalico 40. O elemento
vedante coopera com o lado interno 22 do elemento de parede 20 de uma
forma ja conhecida na técnica especializada, a fim de fechar estanque a li-
quido e gas a abertura formada pelo compartimento oco 41 na face superior
do corpo moldado metalico 40. Desta maneira, o lado interno 22 do elemento
de parede 20 formam uma parede do sistema condutor 10.

A figura 6 apresenta um corte esquematico de um sistema semi-
condutor de potencial 100 de acordo com uma sexta modalidade. O sistema
semicondutor apresentado 100 apresenta um sistema condutor 10, um ele-
mento de parede 20, varios circuito semicondutores de potencial 30, um cor-
po moldado metalico 40, um elemento vedante 50 e um quadro 60.

O sistema condutor 10 é conformado para condugao de um meio
de trabalho fluido que serve de liquide de arrefecimento e apresenta um
segmento 11 do lado da admissdo e um segmento 12 do lado do escoamen-
to que sdo unidos com uma abertura de admissao e de escoamento 13, 14.

O elemento de parede 20 possui um lado externo essencialmen-
te afastado em relagdo ao sistema condutor, bem como um lado interno 22,
essencialmente voltado na diregao do sistema condutor. O elemento de pa-
rede apresenta um corpo de arrefecimento 23 metalico da forma de realiza-
cao aqui apresentada que forma o lado interno 22 do elemento de parede

20. O corpo de arrefecimento 23 apresenta pinos 26 que se salientam per-
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pendicularmente da face principal do lado interno 22 do elemento de parede
20 e que ampliam a superficie liberadora de calor do lado interno 22 do ele-
mento de parede 20.

Cada um dos circuitos semicondutores de potencial 30 apresen-
ta um substrato 31 equipado com semicondutores de potencial, que para o
efeito de isolamento elétrico, em relagcao ao corpo de arrefecimento 23, a-
presenta uma placa ceramica 24.

O corpo moldado metalico 40 apresenta um compartimento oco
41 que forma uma parte do sistema condutor 10. Este corpo oco 41 pode ser
formado pelo fato de o corpo moldado metalico 40 é produzido com chanfra-
dura correspondente ou é produzido em uma forma fundida correspondente.
O compartimento oco 41 apresenta uma primeira abertura 42 pela qual o
meio de trabalho fluido pode fluir entre o compartimento oco 41 e o segmen-
to 11 do lado da admissdao bem como uma segunda abertura 43 pela qual o
meio de trabalho fluido pode fluir entre o compartimento oco 41 e o segmen-
to 12 do lado escoamento. Os segmentos 11, 12 do lado da admissao e do
escoamento podem de forma simples ser formados por respectivas perfura-
¢bes no corpo moldado metalico. A primeira e segunda aberturas 42, 43 po-
dem de forma simples ser formados pelo fato das perfuragbes seccionarem
parcialmente o compartimento oco 41.

Entre o lado interno 22 do elemento de parede do corpo molda-
do metalico 40 esta integrado um elemento vedante 50. O elemento vedante
50 coopera de forma ja conhecida em areas técnicas com o lado interno 22
do elemento de parede 20, a fim de fechar estanque a liquido e gas a aber-
tura formada pelos compartimentos ocos 41 na face superior do corpo mol-
dado metalico 40. Desta maneira, o lado interno 22 do elemento de parede
20 compdem uma parede do sistema condutor 10.

O quadro 60 que pode ser produzido de material ndo condutor e
que é preso por parafuso 70 no corpo moldado metalico, prende a parede 20
no corpo moldado metaélico 40. Neste processo, o quadro 60 pressiona con-
tra o lado externo 21 do elemento de parede 20, encostando apenas em

uma regido marginal externa do lado externo 21 do elemento de parede 20
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neste mesmo elemento de parede 20.

Nesse ponto deve-se indicar de forma explicita que as modali-
dades apresentadas nas figuras podem ser transformadas em qualquer uma
das espécies descritas nesta descricdo. Neste ponto, deve-se, além disso,
também fazer referéncia que todas as caracteristicas acima descritas vistas
isoladamente e em qualquer combinagao, especialmente nos detalhes apre-
sentados nos desenhos, podem ser reivindicadas como essenciais a inven-

cao. Alteragdes respectivas sao reconhecidas do especialista.
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REIVINDICAGCOES

1. Sistema semicondutor de potencial (100) com um sistema
condutor (10) para o meio de trabalho fluido; a0 menos um elemento de pa-
rede (20) com um lado externo (21) e um lado interno (22); e

um circuito semicondutor de potencial (30) disposto no lado ex-
terno (21) do elemento de parede (20), sendo que

o lado interno (22) do elemento de parede (20) forma uma pare-
de estanque a liquido e a gas do sistema condutor (100).

2. Sistema semicondutor de potencial (100), de acordo com a
reivindicacdo 1, com um corpo moldado metalico (40), em que

uma parte do sistema condutor (10) é formada por uma varieda-
de de primeiros compartimentos ocos no corpo moldado metalico (40).

3. Sistema semicondutor de potencial (100), de acordo com a
reivindicacao 2, em que

o corpo moldado metdlico (40) apresenta ao menos um primeiro
compartimento oco (41) que forma parte do sistema condutor (10), e que
forma uma abertura na superficie do corpo moildado metalico (40); e

o elemento de parede (20) esta de tal modo montado no corpo
moldado metalico (40) que o lado interno (22) do elemento de parede (20)
fecha estanque a liquido e a gas a abertura.

4. Sistema semicondutor de potencial (100), de acordo com a
reivindicacdo 3, em que o lado interno (22) do elemento de parede esta fe-
chado na direcao do corpo moldado metalico (40) através de um elemento
vedante elastico (50).

5. Sistema semicondutor de potencial (100), de acordo com a
reivindicacdo 3 ou 4, em que o recorte (41), uma primeira abertura (42), uni-
da com um segmento (11) do sistema condutor (10), do lado da admissao, e
uma segunda abertura (43) estdao unidas com um segmento (12) do lado da
saida do sistema condutor (10).

6. Sistema semicondutor de potencial (100), de acordo com uma
das reivindicagées de 2 a 5, com um quadro (60) preso no corpo moldado

metalico (40) o qual prende o elemento de parede (20) com fecho devido a
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forma e/ou forca no corpo moldado metalico (40).

7. Sistema semicondutor de potencial (100), de acordo com uma
das reivindicagdes precedentes, em que

os elementos condutores de corrente do circuito semicondutor
de potencial estéo eletricamente isolados diante do lado interno (21) do ele-
mento de parede (20).

8. Sistema semicondutor de potencial (100), de acordo com uma
das reivindicagbes precedentes

em que o circuito semicondutor de potencial (30) apresenta um
substrato (31) equipado com semicondutores de potencial.

9. Sistema semicondutor de potencial (100), de acordo com a
reivindicacao 1, em que o elemento de parede (20) € conformado como cor-
po de arrefecimento metalico (23).

10. Sistema semicondutor de potencial (100), de acordo com a
reivindicacao 9, em que o corpo de arrefecimento (23) apresenta nervuras
e/ou pinos (26) que produzem um aumento de uma face liberadora de calor
do corpo de arrefecimento (23).

11. Sistema semicondutor de potencial (100), de acordo com
uma das reivindicagdes precedentes em que

o sistema condutor (10) estd cheio com um meio de trabalho
fluido e o lado interno (22) do elemento de parede (20) esta em contato com
o meio de trabalho.

12. Sistema semicondutor de potencial (100), de acordo com a
reivindicacdo 1, em que o corpo moldado metalico (40) apresenta uma con-
cavidade (80) para ao menos um condensador (84) arrefecido, disposto dire-
tamente adjacente ao menos de um elemento de parede (20) sendo o arre-
fecimento feito pelo corpo moldado metalico (40).

13. Sistema semicondutor de potencial (100), de acordo com a
reivindicagéo 12, em que o condensador (84) &€ um condensador sem carca-
ca, estando disposto na concavidade (80) por meio de um distanciador (82)

e um meio de fundicao.



1/5

Fig. 2




2/5




3/5

84 ~“¥ Fig. 4




4/5

Fig. 5

~—

m/ﬁlg

o
~

40

ANANNNNNNY|

/2\

N

N
4/
[en]
1o
V
=

N

11



5/5

70

Fig. 6

60

100

50 23

50

10

41

12

11



10

1M

RESUMO
Patente de Invencao: "SISTEMA SEMICONDUTOR DE POTENCIAL".

A presente invengao refere-se a um sistema semicondutor de
potencial bem como um processo para produgao de um sistema semicondu-
tor de potencial. Em uma modalidade, o pedido abrange um sistema semi-
condutor de potencial com um sistema condutor para um meio de trabalho
fluido; um elemento de parede com um lado externo e um lado interno; e um
circuito semicondutor de potencial disposto no lado externo do elemento de
parede, em que o lado interno do elemento de parede forma uma parede

estanque a liquido e gas do sistema condutor.
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